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Mitsubishi Electric lanzara modulos de energia Full-SiC de segunda
generacion para uso industrial
Contribuira a que los equipos de electronica de potencia sean mas eficaces,
mas pequefios y més ligeros

TOKIO, 15 de septiembre de 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el

proximo lanzamiento de los médulos de potencia Full-SiC (carburo de silicio) de segunda generacion que

presentan un chip SiC desarrollado recientemente para uso industrial. Se espera que las caracteristicas de baja
pérdida de potencia y el funcionamiento con una frecuencia portadora elevada® de los chips SiC-MOSFET
(transistor de efecto de campo metal-6xido-semiconductor) y SiC-SBD (diodo de barrera Schottky) en los
madulos faciliten el desarrollo de equipos de potencia mas eficaces, mas pequefios y mas ligeros en diversos
sectores industriales. Las ventas comenzaran en enero de 2021.

! Frecuencia que determina el tiempo de encendido/apagado del elemento de conmutacion en un circuito inversor

1200 V/600 A, 800 A2 en 1 1200 V/300 A, 400 A4 en 1 1200 V/1200 A2 en 1 1200 V/400 Aden 1l
1700 V/300 A2en 1, Circuito RTC integrado Circuito RTC integrado 1200 V/800 A2en 1
interruptor chopper

Circuito RTC integrado

1/3


mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/

Caracteristicas del producto

1)

2)

3)

Facilitara que los equipos industriales sean mas eficientes desde el punto de vista energético, mas

pequefios y mas ligeros

La tecnologia de dopado del transistor de efecto de campo de union (JFET)? reduce la resistencia en
conduccion en aproximadamente un 15 % comparada con la de los productos SiC convencionales®.
La reduccion de la capacitancia de espejo* permite una conmutacion rapida y reduce la pérdida de
conmutacion.

Los chips SIC-MOSFET y SiC-SBD integrados ayudan a reducir la pérdida de potencia en
aproximadamente un 70 % en comparacion con los modulos convencionales IGBT de Silicio de
Mitsubishi Electric.

La reduccion de la pérdida de potencia y el funcionamiento con una frecuencia portadora elevada
facilitaran el desarrollo de componentes externos mas pequefios y ligeros, como los reactores y las
enfriadoras.

2 Aumenta la densidad del dispositivo al incrementar la densidad de impurezas en el area JFET

3 Mddulos SiC de primera generacion de Mitsubishi Electric (con la misma potencia) para uso industrial

4 Capacitancia parésita entre la puerta y el drenaje de la estructura del MOSFET (Crss) que afecta el tiempo de
conmutacion

El circuito de control en tiempo real (RTC) equilibra el rendimiento de cortocircuito y la baja

resistencia en conduccion

Tanto el rendimiento seguro de cortocircuito como las caracteristicas de baja resistencia en conduccion
se consiguen con el circuito RTC® para bloquear la corriente excesiva durante los cortocircuitos.
En caso de que ocurra un cortocircuito, bloquea la corriente excesiva desde un circuito de proteccion

externo de forma segura a través de la supervision de la sefial de deteccién de cortocircuito.

5Excepto los modelos FMF400BX-24B y FMF800DX-24B

Disposicion interna optimizada de los chips para una mejor disipacién de calor

La colocacion descentralizada y optimizada de los chips SiC-MOSFET y SiC-SBD dentro de los
maédulos ayuda a mejorar la disipacidn de calor, lo que permite el uso de enfriadoras mas pequefias o

que carecen de ventilador.

Especificaciones principales

., . L. Dimensiones
Tensién | Corriente | Estructuradel | Circuito Fecha de
Modelo . . L An. x Pr. .
nominal nominal circuito RTC lanzamiento
(mm)
FMF400BX-24B 400 A 4enl No
FMF800DX-24B 800 A 2enl No
FMF300BXZ-24B 300 A Si
4enl . 122 x 79,6
FMF400BXZ-24B 1200 V 400 A Si
FMF600DXZ-24B 600 A Si Enero de 2021 o
FMF800DXZ-24B 800 A 2enl Si posterior
FMF1200DXZ-24B 1200 A Si 122 x 152
FMF300DXZ-34B 300 A 2enl Si
1700 vV Interruptor ) 122 x 79,6
FMF300E3XZ-34B 300 A Si
chopper
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Debido a la mayor demanda de un mayor ahorro energético y a la conciencia medioambiental, los
semiconductores de potencia de SiC han suscitado bastante interés gracias a su potencial para reducir la pérdida
de potencia. Mitsubishi Electric desarrolla productos de médulos equipados con chips SiC desde 2010.

Conciencia medioambiental

Estos productos cumplen con lo dispuesto en las directivas 2011/65/UE y 2015/863/UE sobre restricciones a

la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos (RoHS).

HiH

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation
Con casi 100 afios de experiencia en la provision de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacion, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electronicos utilizados en el procesamiento de la informacién y las comunicaciones, en el
desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrénicos de consumo, en la tecnologia
industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion. A través del espiritu de su
declaracion corporativa "Changes for the Better" y su declaracién medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi
Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnologia. La empresa registré unos ingresos por valor de
4 462 500 000 000 de yenes (unos 40 900 millones de délares estadounidenses*) en el ejercicio fiscal
finalizado el 31 de marzo de 2020. Para obtener mas informacion, visite www.MitsubishiElectric.com
*Las cantidades en doélares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de
109 yenes = 1 dolar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio al 31 de
marzo de 2020.
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